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CapStore - niculotne pamieci SRAM

Bardzo czesto w systemach cyfrowych
wystepuje konieczno$é przechowania da-

Drezdenska firma ZMD jest
producentem unikalnych ukladéw

scalonych, ktére charakteryzuja
sie do$¢ niezwyklymi
mozliwosciami, jak chociazby
jednouktadowy oscyloskop
prezentowany w EP11/99.

W tym miesiqgcu
przedstawiamy kolejne uktady
oferowane przez ZMD, ktére

nych po wylaczeniu zasilania lub ich za-
bezpieczenie przed mozliwym z jakich$
przyczyn zanikiem napiecia. Pierwotnie do
realizacji takich zadan wykorzystywano sta-
tyczne pamieci RAM, ktérych zawarto$é
podtrzymywana byla zewnetrzna bateria.
Efektem takiej techniki zabezpieczania da-
nych bylo powstanie wielu rodzin specja-
lizowanych uktadéw przetaczajacych zasi-
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Zentrum Mikroelektronik Dresden
nie uniemozliwia traktowanie pamieci
tego typu bez dodatkowego zasilania
jako pamieci ,ratunkowej“,

- podzial pamieci na oddzielnie zapisy-

wane sektory, co zmusza konstruktora

majq wprost niewiarygodne lanie pamieci ze standardowego na bate-
mozliwosci - nieulotne pamieci ryjne, a takze rozwéj technologii produkcji Matryca EEPROM
RAM pamietajgce bez  pamieci zapewniajacy obnizenie poboru 512x (64x8)
koniecznosci stosowania pradu przy zasilaniu bateryjnym. - 5
bateryjnego zasilania Sytuacja nieco sie zmienita po g Matryca SRAM g%
podtrzymujqcego! ~ Pojawieniu si¢ na rynku stosun- Adres 3 e [Ea— g%
kowo tanich pamieci EEPROM é Backup Interface f §§
oraz Flash, ktére w por6wnaniu & S8 EE, §5
z pamieciami RAM maja nieste- * F'Zes'ﬁi:;gk éﬁ
ty spore wady. Naleza do nich: Dane > Bufory
- dlugi czas dostepu, co wyklu- e A A L
cza ich stosowanie w szybkich 1 -
systemach,
- dlugi czas zapisywania matry- V..

cy pamieciowej, co praktycz- Rys. 1.

do zapewnienia buforowego zasilania
dla calego systemu do chwili zapisania

Tah. 1. Zestawienie podstawowych parametrow pamieci CapStore firmy ZMD.

Typ uktadu | Pojemnos$é Czas Pobor Maksymalny | Czas zapisu Czas Obudowa N
[B] dostepu pradu pobér pradu matrycy przepisania WSZ,yStleh danych, .

[ns] podczas w stanie EEPROM zawartosci - koniecznos¢ stosowania dodatkowych
pracy obnizonego [ms] EEPROM ukladéw zabezpieczajacych zawartosc
[mAl | poboru mocy!" do RAM pamieci przed przypadkowym zapisem,
i) s ktéry moze wystapi¢ w nieustalonym
u63716 2048 70 65 22 10 0.65 DIP24 stanie pracy systemu podczas wlaczania

U63764 8192 70 65 22 10 0,65 DIP28 lub wylaczania zasilania.
U637256 32768 70 65 22 10 0,65 DIP28 W odpowiedzi na wiekszo$¢ wymie-
U637H256 32768 25 100 42 10 0,65 DIP28 nionych tutaj probleméw opracowano
T e e — — . - pamieci SRAM zintegrowane z ogniwem
jbardziej niekorzystng warto$¢ parametru dla pamieci pracujacej w rozszerzonym zakresie temperatur. zasilajacym, ktére zapewnia podtrzyma-
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nia, co zabiera ok. 650Us
ijest procesem calkowi-
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cie przezroczystym dla
systemu. Takze przepisa-
nie zawarto$ci matrycy

Sygnat inicjujacy
Zzapis matrycy

t SRAM do EEPROM od-
bywa sie automatycznie,

EEPROM 25, .
) Yosrone ‘ po wykryciu przez sys-
Sygnat odtwarzajgcy t Kontroli ..
zawartosé RAM o em kontroli napiecia za-
z EEPROM (RECALL) »t'—‘lw ’ silajacego jego spadku do
_ aEsTonE aEsTonE "o °n F
w L wartoéci mniejszej od 4,5V
t
——.—
bai (rys. 2). .
Na rys. 3 znajduje sie wy-
T T T fros o e Y
Wigczenie  Zanik napiecia Zanik napigcia res czasowy przedstawiajacy
zasilania ilajacego ilajacego po zmiane napiecia zasilajacego
(RECALL) operacji zapisu SRAM . . .
Rys. 2 (PowerStore) pamie¢ oraz jego podtrzymanie
w wewnetrznym kondensato-
v rze. badunek zgromadzony w wewnetr-
v _ - zewnetrzne znym kondensatorze wystarcza do zasi-
v nap'ec'e\fcacs"f’;":piecie na wbudowanym lenia wszystkich blokéw pamieci biora-

kondensatorze

Ll
Tryb SRAM Tryb nieulotny t

Rys. 3.

nie zawarto$ci pamieci nawet przez kil-
ka lat. Przyktadami takich opracowan sa
niegdy$ slynne pamieci TimeKeeper
(SnapHat i CapHat) i ZeropowerRAM fir-
my STMicroelectronics, czy tez Power-
Cap firmy Dallas. Tak naprawde pamie-
ci tego typu maja jedna, nieco dokucz-
liwa, wade - ogniwem zasilajacym jest
ogniwo litowe, ktérego zywotnosé jest
co prawda do$¢ duza, ale jego sposob
montazu i wysoka cena stanowia istotna
przeszkode do powszechnego stosowa-
nia tego typu ukiadéw w popularnych
aplikacjach.

W Swietle wczes$niejszych uwag, opra-
cowanie firmy ZMD ma szanse sta¢ sie
rynkowa rewelacja - pamieci CapStore ma-
ja wbudowane (w obudowe o standardo-

cych udzial w procesie archiwizowania,
w tym przetwornicy zwiekszajacej napie-
cie zasilajace matryce EEPROM podczas
zapisu.

Projektanci pamieci CapStore przewi-
dzieli takze mozliwo$é zarchiwizowania
zawartoéci matrycy SRAM lub jej odtwo-
rzenie z matrycy EEPROM w dowolnej
chwili, na zyczenie uzytkownika. Progra-
mowo inicjowany proces zapisu matrycy
EEPROM wymaga wykonania sekwencji od-
czytéw spod nastepujacych adresow:
0x000, 0x555, 0x2AA, 0x7FF, 0x0F0, 0x70F
(U63716), 0x0000, 0x1555, Ox0AAA,
0x1FFF, 0x10F0, O0xOFOF (U63764) lub
0x0E38, 0x31C7, 0x03E0, 0x3C1F, 0x303F,
0x0FCO0 (U637256 i U637H256). Kazdy
ostatni odczyt inicjuje proces archiwizacji,
ktéry trwa ok. 10ms (rys. 4 i 5).

Podobnie przebiega odtwarzanie zawar-
toSci matrycy SRAM zapisanej w EEPRO-
M-ie. Programowe zainicjowanie tego pro-
cesu wymaga przeprowadzenia sekwen-
cyjnych odczytéw spod adreséw: 0x555,
0x2AA, 0x7FF, 0x0F0, 0x70E (U63716),

wych wymiarach) kondensatory o duzej 0x0000, 0x1555, O0x0AAA, O0x1FFF,
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Rys. 4.

pojemnosci i podwéjna matryce pamiecio-
wa: SRAM i EEPROM. Schemat blokowy
wnetrza pamieci CapStore przedstawiamy
na rys. 1.

Konstrukcja pamieci zostala opracowa-
na w taki sposéb, ze mikrokontroler ope-
rujacy na jej zawarto$ci ma dostep do
szybkiej matrycy SRAM o czasie dostepu
ok. 70ns (25ns w szybkiej wersji - tab. 1).
Zawarto§¢ matrycy SRAM jest automa-
tycznie odtwarzana po wlaczeniu zasila-

26

0x10F0, OxOFOE (U63764) lub 0xO0E38,
0x31C7, 0x03E0, 0x3C1F, 0x303F, 0x0C63
(U637256 i U637H256).

Przyjety przez projektantéw pamieci
CapStore spos6b programowego inicjowa-
nia dostepu do matrycy EEPROM jest naj-
powazniejsza i chyba jedyna ich wada -
podczas pisania programéw dla mikrokon-
troleréw operujacych na zawartosci tej pa-
mieci nalezy zapobiega¢ przypadkowym
odczytom zawarto§ci SRAM w podanej ko-
lejnosci, poniewaz spowoduje to trudne
do przewidzenia skutki w dziataniu urza-
dzenia. Uwaga ta nie dotyczy cykli zapisu!
Piotr Zbysinski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Noty katalogowe pamieci CapStore do-
stepne sq na plycie CD-EP4/2000 w ka-
talogu \Nowe Podzespoly\CapStore,
a takze w Internecie pod adresami:
http://www.zmd.de/memory/pdf/nvsram/

16k_nv/63716.pdf
http://www.zmd.de/memory/pdf/nvsram/
64k_nv/63764.pdf
http://www.zmd.de/memory/pdf/nvsram/
256k_nv/637256.pdf
http://www.zmd.de/memory/pdf/nvsram/
256k_nv/637h256.pdf

Na plycie CD-EP4/2000 znajdujq sie tak-
ze przykladowe noty katalogowe pamieci
TimeKeeper oraz PowerCap (linki z arty-
kutu znajdujqcego sie w katalogu \Nowe
Podzespoly\CapStore).

Przedstawicielem firmy ZMD w Polsce
jest firma EBV Elektronik (tel. (0-71) 342-
29-44).
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